
L & S帯高出力GaAs FET

MGF0915A
三菱半導体〈高周波デバイス〉

概　要
　 M G F 0 9 1 5 A は 、 U H F 帯 で の 増 幅 器 用 に 設 計 さ れ た N チ ャ ネ ル

GaAs FETです。

特　長
●高出力

　　.................PO＝36.5dBm（標準値）＠f＝1.9GHz, Pin＝23dBm

●高電力利得

　　.................GP＝14.5dB（標準値）＠f＝1.9GHz

●高電力付加効率

　　.................ηadd＝50％（標準値）＠f＝1.9GHz, Pin＝23dBm

●ハーメチックパッケージ

応用例
UHF帯無線通信

品質区分
●一般民生用（GG）

推奨バイアス条件
●VDS＝10V

●IDS＝800mA

●Rg＝100Ω

記　号 定　　格　　値 単　位項　　　　　　　目

絶対最大定格（Ta=25℃）

ゲート・ドレイン電圧VGDO
-15 Vゲート・ソース電圧VGSO
-15 V

ドレイン電流ID 3000 mA

全許容損失PT 18.7 W
チャネル温度Tch 175 ℃
保存温度Tstg -65 ～ +175 ℃

逆方向ゲート電流IGR -10 mA
順方向ゲート電流IGF 21 mA

電気的特性（Ta=25℃）

-5-3-1

36.5

標　準 最　大最　小
規　　格　　値

項　　　　　　　目 試　　　験　　　条　　　件記　号 単　位

IDSS

PO

Rth(ch-c)

NF

飽和ドレイン電流

出力電力

熱抵抗

電力付加効率

雑音指数

VDS=3V, VGS=0V

VDS=10V, ID=800mA, f=1.9GHz, Pin=23dBm

mA

8

ηadd

VDS=3V, ID=10mA
gm 相互コンダクタンス VDS=3V, ID=800mA

％

V
mS

50

℃／W

dBm

3000
VGS(off) ゲート・ソース間遮断電圧

2400

1000

＊1：チャネル・ケース間

＊1
dB
dB

2.6
5

14.5GLP 線形電力利得
VDS=10V, ID=800mA, f=1.9GHz

ΔVf Method

①ゲート
②ドレイン
③ソース

外形図 単位:mm

0.25

0.80

0.
3

4.00

②

①

4.
20

Gate Mark
Round corner

③

②

①

Gate Mark

2.0

0.8

0.6

2.5

1.
20 2.
8

BACK SIDE PATTERN



L & S帯高出力GaAs FET

MGF0915A
三菱半導体〈高周波デバイス〉

標準特性（Ta=25℃）

Sパラメータ（Ta=25℃, VDS=10V, ID=800mA）

S11
Magn.Magn. Angle(deg.) Magn. Magn.

S21 S12 S22 K
MSG/MAG

0.4

1.0

1.4
1.2

0.6
0.8

25.98

21.64

20.04
20.68

23.98
22.56

0.48

0.82

0.98
0.87

0.59
0.70

-175.29

-175.22

-175.08
-175.20

-175.36
-175.34

0.649

0.660

0.667
0.663

0.653
0.657

22.55

23.77

25.95
24.77

22.55
23.07

0.015

0.018

0.019
0.019

0.017
0.018

106.15

82.37

71.35
76.57

96.95
89.17

5.901

2.603

1.901
2.199

4.217
3.214

-130.81

-161.66

-169.13
-166.04

-145.25
-155.09

0.906

0.926

0.929
0.929

0.915
0.922

Angle(deg.) Angle(deg.) Angle(deg.)
(dB)

Sパラメータ(TYP.)f
周波数
（GHz）

1.6

2.2

2.6
2.4

1.8
2.0

17.55

14.08

12.11
13.05

16.06
14.97

1.10

1.41

1.64
1.49

1.23
1.30

-175.07

-175.16

-175.57
-175.36

-175.06
-175.06

0.670

0.682

0.692
0.686

0.674
0.678

27.24

31.41

33.89
32.70

28.63
30.02

0.019

0.020

0.021
0.021

0.019
0.020

66.74

54.71

47.49
51.10

62.43
58.52

1.662

1.218

0.995
1.090

1.472
1.328

-171.54

-177.65

178.44
-179.66

-173.64
-175.64

0.930

0.929

0.928
0.929

0.930
0.929

2.8

3.4

3.8
3.6

3.0
3.2

11.59

10.33

9.79
10.12

11.14
10.67

1.65

1.64

1.54
1.55

1.65
1.66

-175.98

-177.50

-179.00
-178.20

-176.38
-176.89

0.697

0.712

0.721
0.717

0.702
0.707

34.99

37.29

37.69
37.59

35.99
36.68

0.022

0.025

0.028
0.027

0.023
0.024

43.89

33.09

25.69
29.39

40.29
36.68

0.933

0.789

0.722
0.753

0.879
0.831

176.72

172.96

171.02
172.14

175.20
173.98

0.927

0.925

0.924
0.925

0.927
0.926

4.0

4.6

5.0
4.8

4.2
4.4

9.53

8.80

8.29
8.55

9.21
9.02

1.49

1.40

1.37
1.38

1.49
1.44

-179.89

176.94

174.40
175.77

179.21
178.12

0.724

0.732

0.731
0.732

0.728
0.730

37.58

35.50

32.88
34.35

37.15
36.44

0.030

0.035

0.040
0.037

0.031
0.033

22.08

11.00

3.78
7.35

18.35
14.64

0.696

0.640

0.619
0.628

0.676
0.656

169.18

163.82

160.17
162.06

165.80
165.48

0.922

0.915

0.908
0.912

0.920
0.918

5.2

5.8

6.2
6.0

5.4
5.6

7.99

6.95

6.46
6.68

7.61
7.36

1.37

1.43

1.40
1.43

1.40
1.38

173.13

168.86

165.99
167.42

171.67
170.31

0.730

0.718

0.706
0.713

0.727
0.723

31.18

24.56

19.30
22.00

29.24
26.98

0.042

0.050

0.058
0.054

0.044
0.048

0.18

-10.84

-18.80
-14.70

-3.46
-7.12

0.612

0.607

0.616
0.611

0.608
0.607

157.96

150.11

143.67
147.03

155.62
153.04

0.902

0.881

0.864
0.873

0.896
0.889

6.4

7.0

6.6
6.8

6.26

6.89

6.27
6.40

1.40

1.12

1.32
1.24

164.66

160.92

163.24
162.03

0.699

0.681

0.693
0.686

16.45

7.62

13.46
10.55

0.062

0.082

0.068
0.074

-23.15

-39.08

-27.84
-33.15

0.624

0.654

0.633
0.642

140.03

128.69

136.32
132.54

0.855

0.832

0.846
0.839

入力電力 Pin (dBm)

電
力
利
得
 
G
P
(d
B
),
 出
力
電
力
 
P
O
(d
B
m
)

電
力
付
加
効
率
 η
ad
d
(％
)

PO, GP, ηadd vs. Pin

0
5

5

10

15

20

25

30

40

10 15 20 15 30
0

10

20

30

40

50

60

80

35 70PO

ηadd

GP

VDS=10V
ID=0.8A
f=1.9GHz

入力電力 Pi (SCL) (dBm)
出
力
電
力
 
P
O
(S
C
L)
(d
B
m
)

IM
3 

(d
B

c)

IM3, PO (SCL) vs. Pi (SCL)

-40
-5

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

0 5 10 15 20 25
-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10
VD=10V
ID=800mA
f1=1.90GHz
f2=1.91GHz PO

IM3



L & S帯高出力GaAs FET

MGF0915A
三菱半導体〈高周波デバイス〉

1999年8月作成VIHL-295A 北-9908 (TOT) C 1999 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION


